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Facam exercicios 3.4 e 3.5.
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Figura 3.7 The i-v characteristic of a silicon junction diode.
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Diodo Real
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Equacao da Corrente no Diodo (lei do diodo):

Diodo Real

ip = I (e’r/™r 1)
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I = Corrente de saturagio J! E °:E'_°

n = fator de idealidade (1 <n <2)

Tensdo Térmica

VTj - kT/q K = Constante de Boltzmann = 1,38){10_23 J/K
T = Temperatura em kelvin = (273+TCC
V, =258 mV§ T cmperatura em (_1 cC)
(25°C) q = carga do elétron = 1,6x10 C
|V = 25mv
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Diodo Real

Apresentando a Lei do Diodo de outra forma:

i, = I (e™™" 1)
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V,-V, =2,3nV, logl2
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Diodo Real

Exemplo 3.3: Um diodo de silicio, feito para operar com 1 mA,
apresenta uma queda de tensao direta de 0,7 V para uma
corrente de 1 mA. Avalie o valor da constante Is nos casos em
que n seja 1 ou 2. Que constantes de escalamento (n=1; n=2)
vocé aplicaria para um diodo de 1 A do mesmo fabricante que
conduz uma corrente de 1 A para uma queda de 0,7 V?

i, = I (e™™" 1)

Vb/nVy Vp/nVy

lg=1.€
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Diodo Real

A dependéncia com a Temperatura

=7 vp /nVp 1 Os valores de /i e V', dependem
i, =1Ig(e -1)
da Temperatura
* Variagdo com V7 : kT/q !!!
Portanto para o mesmo I, /,, diminui com o aumento da Temperatura

» “Iy"(Igt15,,) dobraa cada 10°C de aumento da Temperatura

Portanto para o mesmo J7,. I, aumenta com o aumento da Temperatura
I LT
_ HL 10
]5'1: - IST:ef -
» Na soma dos efeitos, para o
mesmo Vp, I, aumenta com a

remperann'a, ou, para o mesmo 1 .

=%, diminui 2mV a cada 1°C de aumento da Temperatura ™

Diodo Real
A Andlise por Modelos Linearizados
para o regime CC

R '.';- |

v /nV,
AM——— — “o T
J_ t ID IS € | Sistema de
Voo '[ SZ_ ID _ VDD - VD equagdes
R

Nosso problema advém da equacao do diodo ser nao
linear. E se conseguirmos lineariza-la?
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Diodo Real

A Andlise por Modelos Linearizados (CC)

Aproximacdo da Curva Caracteristica por Retas
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Diodo Real

A Andlise por Modelos Linearizados (CC)
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Resumindo

Exata Livro (r,=20Q) | Refem ImA | Refem 4mA
erp=11Q erp=11Q
Vo [0,762V 0,735V (-4%) | 0,733V (-4%) {0,752V (-2%)
Ip 4,28mA  |4,26mA (-1%) |4,27mA (-1%) | 4,25mA (-1%)

Em engenharia, erros menores que 10% sao
aceitaves e melhores que 5% sao muito bons!

Sera entdao que nao exageramos na dose?
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Um modelo mais simples...

O Modelo s6 com Vo
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Exemplo 3.4 de novo!:

Vop ==/

5v
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Solugtio: V,=0,7Vel,=4,3mA
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Exemplo 3.4 de novo!:

Resumindo
Exata Livro Refem 4mA | Modelo s6 Vb
Vb 0,762V 0,735V (-4%) | 0,752V (-2%) |0,7V (-8%)
Ip 4,28mA  |4,26mA (-1%) | 4,25mA (-1%) | 4,3mA (+1%)

Modelo Diodo lIdeal (Chave aberta, chave fechada):
Vo = 0; Ip = 5mA (17%)

151




Exercicio 3.12 Projete o circuito da Figura E3.12 para proporcionar
uma tensdo de saida de 2,4 V. Suponha que os diodos disponiveis
tenham 0,7 V de queda com uma corrente de 1 mA e que AV =

0,1 V/década de variacdo na corrente.

=10V
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Fazer os exercicios 3.11 e 3.13!

153






